Integrirani MOS ojacevalnik

1

vdd | ® * * *
Mp1s Mp3
3 R S
12 1u/0.5u 61.9u/0.5u
Mp1 Mp2
. M=1 M=1 ®
Ib
DC=10uA d) 61.9u/0.5u | 61.9u/0.5u
10
R1 ¢5 C!
9e¢ —1+—e | ®5
1K I
r= c=1p
3 Mn2 Mn3 4 —{ > out
In+ M=1 M=1 In-
157u/0.5u 157u/0.5u
8
Mn1s 7 T
M=1 @
1u/0.5u
Mn1b Mn1 Mn4
M=1 M=1 M=8
118.2u/1.9u 118.2u/1.9u 118.2u/1.9u

Sl I:>—'—|
P 11

Vss |




Linije, atenuatorji in podvezja
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Modeliranje neelektricnih sistemov
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